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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の駆動電圧供給ライン、
　Ｎ個の基底電圧供給ライン、
　複数のデータラインとゲートラインの交差領域ごとにマトリックス状に形成されて前記
駆動電圧供給ラインから供給される電流に反応して光を発生するエレクトロルミネセンス
セル、
　前記エレクトロルミネセンスセルと前記基底電圧供給ラインの間に接続されて前記エレ
クトロルミネセンスセルを経由する電流量を制御する駆動用薄膜トランジスタ、
　前記ゲートライン、前記データライン及び前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に接
続されるスイッチ用薄膜トランジスタ、
　前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子と第２入力端子の間に接続されるストレージキ
ャパシター、
　ハイ状態の基底電圧を発生する基底電圧発生部、
　前記ハイ状態の基底電圧を順次シフトさせて前記Ｎ個の基底電圧供給ラインに順次供給
するシフトレジスター部、
　前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子
と前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインの間に接続されており、前記Ｎ－１番目のゲート
ラインに供給されるスキャンパルスに応答して前記駆動用薄膜トランジスタに逆バイアス
電圧が供給されるようなバイアス用スイッチを具備し、
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　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合、前記Ｎ番目の
基底電圧供給ラインには前記シフトレジスター部からハイ状態の基底電圧が供給されて、
前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインには前記シフトレジスター部からロー状態の基底電
圧が供給されることを特徴とするエレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項２】
　前記バイアス用スイッチは前記Ｎ－１番目のゲートラインに接続される制御端子、前記
Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続される第１入力端子、前記駆動用薄膜トランジス
タの制御端子であって、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続されている制御端子に接
続される第２入力端子を具備することを特徴とする請求項１記載のエレクトロルミネセン
ス表示装置。
【請求項３】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に
は前記スイッチ用薄膜トランジスタを経由してデータが供給されて、第２入力端子には前
記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態の基底電圧が供給されることを特徴
とする請求項１記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項４】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前
記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態
の基底電圧が供給されて、第２入力端子には前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインから前記ハ
イ状態の基底電圧が供給されることを特徴とする請求項１記載のエレクトロルミネセンス
表示装置。
【請求項５】
　複数の駆動電圧供給ライン、
　Ｎ個の基底電圧供給ライン、
　複数のデータラインとゲートラインの交差領域ごとにマトリックス状に形成されて前記
駆動電圧供給ラインから供給される電流に反応して光を発生するエレクトロルミネセンス
セル、
　前記エレクトロルミネセンスセルと前記基底電圧供給ラインの間に接続されて前記エレ
クトロルミネセンスセルを経由する電流量を制御する駆動用薄膜トランジスタ、
　前記ゲートライン、データライン及び前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に接続さ
れるスイッチ用薄膜トランジスタ、
　前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子と第２入力端子の間に接続されるストレージキ
ャパシター、
　前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子
と前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインの間に接続されており、前記Ｎ－１番目のゲート
ラインに供給されるスキャンパルスに応答して前記駆動用薄膜トランジスタに逆バイアス
電圧が供給されるようなバイアス用スイッチ、
　前記基底電圧を発生する基底電圧発生部、
　前記Ｎ個の基底電圧供給ラインに共通に接続されて前記基底電圧発生部から前記基底電
圧が供給される基底電圧共通ライン、
　前記Ｎ個の基底電圧供給ラインのそれぞれと前記基底電圧共通ラインの間に接続される
Ｎ個の内蔵スイッチを具備し、
　前記バイアス用スイッチは前記Ｎ－１番目のゲートラインに接続される制御端子、前記
Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続される第１入力端子、前記駆動用薄膜トランジス
タの制御端子であって、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続されている制御端子に接
続される第２入力端子を具備し、
　前記Ｎ個の内蔵スイッチは対応するゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場
合にターンオンされ、１行前のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にタ
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ーンオフされることを特徴とするエレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項６】
　前記Ｎ個の内蔵スイッチは前記駆動用薄膜トランジスタ、スイッチ用薄膜トランジスタ
及びバイアス用スイッチと異なる導電型の薄膜トランジスタであることを特徴とする請求
項５記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項７】
　前記内蔵スイッチの制御端子と１行前のゲートラインの間には前記スキャンパルスを反
転させるためのインバーターが接続されることを特徴とする請求項５記載のエレクトロル
ミネセンス表示装置。
【請求項８】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に
は前記スイッチ用薄膜トランジスタを経由してデータが供給されて、第２入力端子には前
記内蔵スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに供給されるロー状態の
基底電圧が供給されることを特徴とする請求項５記載のエレクトロルミネセンス表示装置
。
【請求項９】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前
記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態
の基底電圧が供給されて、第２入力端子には前記内蔵スイッチのターンオフによりフロー
ティング状態にされることを特徴とする請求項５記載のエレクトロルミネセンス表示装置
。
【請求項１０】
　複数の駆動電圧供給ライン、
　Ｎ個の基底電圧供給ライン、
　複数のデータラインとゲートラインの交差領域ごとにマトリックス状に形成されて前記
駆動電圧供給ラインから供給される電流に反応して光を発生するエレクトロルミネセンス
セル、
　前記エレクトロルミネセンスセルと前記基底電圧供給ラインの間に接続されて前記エレ
クトロルミネセンスセルを経由する電流量を制御する駆動用薄膜トランジスタ、
　前記ゲートライン、前記データライン及び前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に接
続されるスイッチ用薄膜トランジスタ、
　前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子と第２入力端子の間に接続されるストレージキ
ャパシター、
　Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子とＮ
－１番目の基底電圧供給ラインの間に接続されており、前記Ｎ－１番目のゲートラインに
供給されるスキャンパルスに応答して前記駆動用薄膜トランジスタに逆バイアス電圧が供
給されるようなバイアス用スイッチ、
　前記基底電圧を発生する基底電圧発生部、
　前記Ｎ個の基底電圧供給ラインに共通に接続されて前記基底電圧発生部から前記基底電
圧が供給される基底電圧共通ライン、
　前記Ｎ個の基底電圧供給ラインのそれぞれと前記駆動用薄膜トランジスタの第２入力端
子の間に接続されるＮ個の内部スイッチを具備し、
　前記バイアス用スイッチは前記Ｎ－１番目のゲートラインに接続される制御端子、前記
Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続される第１入力端子、前記駆動用薄膜トランジス
タの制御端子であって、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続されている制御端子に接
続される第２入力端子を具備し、
　前記Ｎ個の内部スイッチは対応するゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場
合にターンオンされ、１行前のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にタ
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ーンオフされることを特徴とするエレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項１１】
　前記Ｎ個の内部スイッチは前記駆動用薄膜トランジスタ、スイッチ用薄膜トランジスタ
及びバイアス用スイッチと異なる導電型の薄膜トランジスタであることを特徴とする請求
項１０記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項１２】
　前記内部スイッチの制御端子と１行前のゲートラインの間には前記スキャンパルスを反
転させるためのインバーターが接続されることを特徴とする請求項１０記載のエレクトロ
ルミネセンス表示装置。
【請求項１３】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に
は前記スイッチ用薄膜トランジスタを経由してデータが供給されて、第２入力端子には前
記内部スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに供給されるロー状態の
基底電圧が供給されることを特徴とする請求項１０記載のエレクトロルミネセンス表示装
置。
【請求項１４】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前
記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態
の基底電圧が供給されて、第２入力端子には前記内部スイッチのターンオフによりフロー
ティング状態にされることを特徴とする請求項１０記載のエレクトロルミネセンス表示装
置。
【請求項１５】
　多数のデータラインとゲートラインの交差領域ごとにマトリックス状に形成されて駆動
電圧供給ラインから供給される電流に対応して光を発生するエレクトロルミネセンスセル
、前記エレクトロルミネセンスセルと基底電圧供給ラインの間に接続されて前記エレクト
ロルミネセンスセルを経由する電流量を制御する駆動用薄膜トランジスタを含むエレクト
ロルミネセンス表示装置の駆動方法において、
　Ｎ－１番目のゲートラインに供給されるスキャンパルスを供給して前記駆動用薄膜トラ
ンジスタを駆動して前記エレクトロルミネセンスセルを発光させる段階、
　ハイ状態の基底電圧を発生する段階、
　前記ハイ状態の基底電圧を順次シフトさせて前記Ｎ個の基底電圧供給ラインに順次供給
する段階
　Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続される前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子と前
記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインの間に接続されたバイアス用スイッチを利用して前記
スキャンパルスにより前記駆動用薄膜トランジスタに逆バイアス電圧が供給されるように
する段階、
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合、前記Ｎ番目の
基底電圧供給ラインにはハイ状態の基底電圧が供給されて、前記Ｎ－１番目の基底電圧供
給ラインにはロー状態の基底電圧が供給される段階を含むことを特徴とするエレクトロル
ミネセンス表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に
はスイッチ用薄膜トランジスタを経由してデータが供給されて、第２入力端子には前記Ｎ
－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態の基底電圧が供給されることを特徴とす
る請求項１５記載のエレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法。
【請求項１７】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
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Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前
記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態
の基底電圧が供給されて、第２入力端子には前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインから前記ハ
イ状態の基底電圧が供給されることを特徴とする請求項１５記載のエレクトロルミネセン
ス表示装置の駆動方法。
【請求項１８】
　多数のデータラインとゲートラインの交差領域ごとにマトリックス状に形成されて前記
駆動電圧供給ラインから供給される電流に対応して光を発生するエレクトロルミネセンス
セル、前記エレクトロルミネセンスセルと前記基底電圧供給ラインの間に接続されて前記
エレクトロルミネセンスセルを経由する電流量を制御する駆動用薄膜トランジスタを含む
エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において、
　Ｎ－１番目のゲートラインに供給されるスキャンパルスを供給して前記駆動用薄膜トラ
ンジスタを駆動して前記エレクトロルミネセンスセルを発光させる段階、
　Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続される前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子と前
記Ｎ－１番目基底電圧供給ラインの間に接続されたバイアス用スイッチを利用して前記ス
キャンパルスにより前記駆動用薄膜トランジスタに逆バイアス電圧が供給されるようにす
る段階、
　前記基底電圧を発生する段階、
　Ｎ個の基底電圧供給ラインに共通に接続された基底電圧共通ラインに前記基底電圧を供
給する段階、
　前記Ｎ個の基底電圧供給ラインのそれぞれと前記基底電圧共通ラインの間に接続される
Ｎ個の内蔵スイッチを利用して前記スキャンパルスにより前記Ｎ個の基底電圧供給ライン
のそれぞれを選択的にフローティングさせる段階を含み、
　前記Ｎ個の内蔵スイッチは対応するゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場
合にターンオンされ、１行前のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にタ
ーンオフされることを特徴とするエレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法。
【請求項１９】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に
はデータが供給されて、第２入力端子には前記内蔵スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の
基底電圧供給ラインに供給されるロー状態の基底電圧が供給されることを特徴とする請求
項１８記載のエレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法。
【請求項２０】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前
記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態
の基底電圧が供給されて、第２入力端子には前記内蔵スイッチのターンオフによりフロー
ティング状態にされることを特徴とする請求項１８記載のエレクトロルミネセンス表示装
置の駆動方法。
【請求項２１】
　多数のデータラインとゲートラインの交差領域ごとにマトリックス状に形成されて前記
駆動電圧供給ラインから供給される電流に対応して光を発生するエレクトロルミネセンス
セル、前記エレクトロルミネセンスセルと前記基底電圧供給ラインの間に接続されて前記
エレクトロルミネセンスセルを経由する電流量を制御する駆動用薄膜トランジスタを含む
エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において、
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに供給されるスキャンパルスを供給して前記駆動用薄膜
トランジスタを駆動して前記エレクトロルミネセンスセルを発光させる段階、
　前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続される前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子
と前記Ｎ－１番目基底電圧供給ラインの間に接続されたバイアス用スイッチを利用して前
記スキャンパルスにより前記駆動用薄膜トランジスタに逆バイアス電圧が供給されるよう
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にする段階、
　前記基底電圧を発生する段階、
　前記基底電圧を前記Ｎ個の基底電圧供給ラインに供給する段階、
　前記Ｎ個の基底電圧供給ラインのそれぞれと前記駆動用薄膜トランジスタの第２入力端
子の間に接続されるＮ個の内部スイッチを利用して前記スキャンパルスにより前記駆動用
薄膜トランジスタの第２入力端子を選択的にフローティングさせる段階を含み、
　前記Ｎ個の内蔵スイッチは対応するゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場
合にターンオンされ、１行前のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にタ
ーンオフされることを特徴とするエレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法。
【請求項２２】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に
はデータが供給されて、第２入力端子には前記内部スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の
基底電圧供給ラインに供給されるロー状態の基底電圧が供給されることを特徴とする請求
項２１記載のエレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法。
【請求項２３】
　前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合において、前記
Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前
記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態
の基底電圧が供給されて、第２入力端子には前記内部スイッチのターンオフによりフロー
ティング状態にされることを特徴とする請求項２１記載のエレクトロルミネセンス表示装
置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエレクトロルミネセンス表示装置とその駆動方法に関することで、特に薄膜ト
ランジスタの劣化を防止して画質を改善できるようにしたエレクトロルミネセンス表示装
置とその駆動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、陰極線管（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）の短所である重さと嵩を減らす
ことができる各種平板表示装置が注目されている。このような平板表示装置では液晶表示
装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、電界放出表示装置（Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、プラズマ表示パネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）及びエレクトロルミネセンス（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓ
ｃｅｎｃｅ；以下、“ＥＬ”という）表示装置などがある。
【０００３】
　これらの中でＥＬ表示装置は電子と正孔の再結合で蛍光体を発光させる自発光素子で、
無機化合物として前記蛍光体を使用する無機ＥＬと有機化合物として前記蛍光体を使用す
る有機ＥＬに大別される。このようなＥＬ表示装置は低電圧駆動、自己発光、薄膜型、広
い視野角、早い回答速度、高いコントラストなどの多くの長所を有していて次世代表示装
置として期待されている。
【０００４】
　有機ＥＬ素子は電子注入層、電子搬送層、発光層、正孔搬送層、正孔注入層から構成さ
れる。このような有機ＥＬ素子では陽極と陰極の間に所定の電圧を印加する場合、陰極か
ら発生した電子が電子注入層及び電子搬送層を通じて発光層の方に移動して、陽極から発
生した正孔が正孔注入層及び正孔搬送層を通じて発光層の方に移動する。このように、電
子搬送層と正孔搬送層から供給された電子と正孔が、発光層で再結合し、光を放出する。
【０００５】
　このような有機ＥＬ素子を利用するアクティブマトリックスＥＬ表示装置は図１に図示
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されたようにゲートラインＧＬとデータラインＤＬの交差で定義された領域にそれぞれ配
列された画素２８を具備するＥＬパネル２０、ＥＬパネル２０のゲートラインＧＬを駆動
するゲートドライバー２２、ＥＬパネル２０のデータラインＤＬを駆動するデータドライ
バー２４、データドライバー２４に多数のガンマ電圧を供給するガンマ電圧生成部２６を
具備する。
【０００６】
　ゲートドライバー２２はゲートラインＧＬにスキャンパルスを供給してゲートラインＧ
Ｌを順次に駆動する。
【０００７】
　データドライバー２４は外部から入力されたデジタルデータ信号をガンマ電圧生成部２
６からのガンマ電圧を利用してアナログデータ信号に変換する。データドライバー２４は
アナログデータ信号をスキャンパルスが供給される度にデータラインＤＬに供給する。
【０００８】
　画素２８のそれぞれはゲートラインＧＬにスキャンパルスが供給される時、データライ
ンＤＬからのデータ信号を受信して、そのデータ信号に対応する光を発生する。
【０００９】
　このために、画素２８のそれぞれは図２に図示されたように供給電圧源ＶＤＤに陽極が
接続されたＥＬセルＯＥＬと、ＥＬセルＯＥＬに陰極が接続されることと同時にゲートラ
インＧＬ、データラインＤＬ及び基底電圧源ＧＮＤに接続されてＥＬセルＯＥＬを駆動す
るためのセル駆動部３０を具備する。
【００１０】
　セル駆動部３０はゲートラインＧＬに接続されたゲート端子、データラインＤＬに接続
されたソース端子、第１ノードＮ１に接続されたドレーン端子を有するスイッチング用薄
膜トランジスタＴ１、第１ノードＮ１に接続されたゲート端子、基底電圧源ＧＮＤに接続
されたドレーン端子が、ＥＬセルＯＥＬに接続されたソース端子を有する駆動用薄膜トラ
ンジスタＴ２、基底電圧源ＧＮＤと第１ノードＮ１の間に接続されたストレージキャパシ
ターＣｓｔ、を具備する。
【００１１】
　スイッチング用薄膜トランジスタＴ１はゲートラインＧＬにスキャンパルスが印加され
ればターンオンされてデータラインＤＬから供給されたデータ信号を第１ノードＮ１に供
給する。第１ノードＮ１に供給されたデータ信号はストレージキャパシターＣｓｔに充電
されることと同時に駆動用薄膜トランジスタＴ２のゲート端子に供給される。駆動用薄膜
トランジスタＴ２はゲート端子に供給されるデータ信号に応答してＥＬセルＯＥＬを経由
して供給電圧源ＶＤＤから供給される電流量Ｉを制御することでＥＬセルＯＥＬの発光量
を調節するようになる。及び、スイッチング用薄膜トランジスタＴ１がターンオフされて
も駆動用薄膜トランジスタＴ２はストレージキャパシターＣｓｔに充電されたデータ信号
によりオン状態を維持して次のフレームのデータ信号が供給されるまでＥＬセルＯＥＬを
経由して供給電圧源ＶＤＤから供給される電流量Ｉを制御することができる。
【００１２】
　ここで、ＥＬセルＯＥＬへ流れる電流量Ｉは数１のように表示されることができる。
【００１３】
【数１】

【００１４】
　ここで、Ｗは駆動用薄膜トランジスタＴ２の幅を示して、Lは駆動用薄膜トランジスタ
Ｔ２の長さを示す。及び、Ｃｏｘは駆動用薄膜トランジスタＴ２を製造する時、一つの層
を形成する絶縁膜により形成されるキャパシターの値を示す。同時に、Ｖｇ２は駆動用薄
膜トランジスタＴ２のゲート端子に入力されるデータ信号の電圧値を示して、Ｖｔｈは駆
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動用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧値を示す。
【００１５】
　数学式１でＷ、Ｌ、Ｃｏｘ、Ｖｇ２は時間の経過にかかわらず一定に維持することがで
きる。
【００１６】
　しかし、駆動用薄膜トランジスタＴ２のゲート端子に持続的な正極性（＋）の電圧が供
給されることと同時に電流駆動により駆動用薄膜トランジスタＴ２が劣化される問題点が
ある。このような、駆動用薄膜トランジスタＴ２の劣化により駆動用薄膜トランジスタＴ
２のしきい電圧値は時間の経過に沿って増加するようになる。このように、駆動用薄膜ト
ランジスタＴ２のしきい電圧値が増加するようになればＥＬセルＯＥＬに流れる電流の量
を正確に制御（実際的に電流量減少）できないため輝度が減少され、所望の画像が表示さ
れない問題点がある。
【００１７】
　これを詳しく説明すれば、駆動用薄膜トランジスタＴ２は水素化された非晶質シリコン
を利用して生成される。このような水素化された非晶質シリコンは対面的に製作が容易く
て、３５０℃以下の低い基板温度で蒸着が可能だという利点がある。したがって、大部分
の薄膜トランジスタＴＦＴは水素化された非晶質シリコンを使用して形成される。
【００１８】
　しかし、このような水素化された非晶質シリコンは原子配列が無秩序であるため図３ａ
のように弱い結合（Ｓｉ－Ｓｉ　Ｂｏｎｄ）３２及びデングリングボンド（Ｄａｎｇｌｉ
ｎｇ　Ｂｏｎｄ）が存在する。ここで弱い結合３２で結合されたＳｉは時間の経過ととも
に図３bに示すように原子を離脱し、離脱した位置で電子または正孔が再結合されるか、
離脱状態が維持される。このように水素化された非晶質シリコンの原子配列の変化がエネ
ルギー準位の変化をひきおこすことで図４に図示されたように駆動用薄膜トランジスタＴ
２のしきい電圧Ｖｔｈが増加（Ｖｔｈ’、Ｖｔｈ’’、Ｖｔｈ’’’）する。したがって
、駆動用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧Ｖｔｈが増加（Ｖｔｈ’、Ｖｔｈ’’、Ｖｔ
ｈ’’’）することによってＥＬパネル２０において所望の輝度の映像を表示することが
困難である。さらに、部分的な輝度の減少はＥＬパネル２０に残像を必然的にもたらすか
ら画質に悪影響を及ぼすようになる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　したがって、本発明の目的は薄膜トランジスタの劣化を防止して画質を改善できるよう
にしたエレクトロルミネセンス表示装置とその駆動方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　前記目的を達成するために、本発明の実施例に係るエレクトロルミネセンス表示装置は
駆動電圧供給ライン、Ｎ個の基底電圧供給ライン、複数のデータラインとゲートラインの
交差領域ごとにマトリックス状に形成されて前記駆動電圧供給ラインから供給される電流
に反応して光を発生するエレクトロルミネセンスセル、前記エレクトロルミネセンスセル
と前記基底電圧供給ラインの間に接続されて前記エレクトロルミネセンスセルを経由する
電流量を制御する駆動用薄膜トランジスタ、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続され
た前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子と前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインの間に
接続されており、前記Ｎ－１番目のゲートラインに印加されるスキャンパルスに応じて前
記駆動用薄膜トランジスタに逆バイアス電圧が流れるようなバイアス用スイッチを具備す
ることを特徴とする。
【００２１】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記画素セルは前記ゲートラインとデー
タライン及び前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子に接続されるスイッチ用薄膜トラン
ジスタ、前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子、第２入力端子の間に接続されるストレ
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ージキャパシターをさらに具備することを特徴とする。
【００２２】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記バイアス用スイッチは前記Ｎ－１番
目のゲートラインに接続される制御端子、前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続さ
れる第１入力端子、前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子であって、前記Ｎ番目の基底
電圧供給ラインに接続されている制御端子に接続される第２入力端子を具備することを特
徴とする。
【００２３】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置は前記ハイ状態の基底電圧を発生する基底電圧発
生部、前記ハイ状態の基底電圧を順次、シフトさせて前記Ｎ個の基底電圧供給ラインに順
次に供給するシフトレジスター部をさらに具備することを特徴とする。
【００２４】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記ス
キャンパルスが供給される場合、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインには前記シフトレジス
ター部からハイ状態の基底電圧が供給されて、前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインには
前記シフトレジスター部からロー状態の基底電圧が供給されることを特徴とする。
【００２５】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記ス
キャンパルスが供給される場合において、前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続さ
れた前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記スイッチング薄膜トランジスタを経
由してデータが供給されて、第２入力端子には前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインから
前記ロー状態の基底電圧が供給されることを特徴とする。
【００２６】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記ス
キャンパルスが供給される場合において、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された
前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ－
１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態の基底電圧が供給されて、第２入力端子に
は前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインから前記ハイ状態の基底電圧が供給されることを特徴
とする。
【００２７】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置は前記基底電圧を発生する基底電圧発生部と、前
記Ｎ個の基底電圧供給ラインに共通に接続されて前記基底電圧発生部から前記基底電圧が
供給される基底電圧共通ライン、前記Ｎ個の基底電圧供給ラインのそれぞれと前記基底電
圧共通ラインの間に接続されるＮ個の内蔵スイッチをさらに具備することを特徴とする。
【００２８】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ個の内蔵スイッチは前記ゲートラ
インに前記スキャンパルスが供給される場合にターンオン状態を維持して、前記Ｎ－１番
目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にターンオフされることを特徴
とする。
【００２９】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ個の内蔵スイッチは前記駆動用薄
膜トランジスタ、スイッチ用薄膜トランジスタ及びバイアス用スイッチと異なるタイプの
薄膜トランジスタであることを特徴とする。
【００３０】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ個の内蔵スイッチの制御端子と前
記Ｎ－１番目のゲートラインの間には前記スキャンパルスを反転させるためのインバータ
ーが接続されることを特徴とする。
【００３１】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記ス
キャンパルスが供給される場合において、前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続さ
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れた前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記スイッチング薄膜トランジスタを経
由してデータが供給されて、第２入力端子には前記内蔵スイッチを経由して前記Ｎ－１番
目の基底電圧供給ラインに供給されるロー状態の基底電圧が供給されることを特徴とする
。
【００３２】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記ス
キャンパルスが供給される場合において、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された
前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ－
１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態の基底電圧が供給されて、第２入力端子に
は前記内蔵スイッチのターンオフにより前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに発生されるフ
ローティング電圧が供給されることを特徴とする。
【００３３】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置は前記基底電圧を発生する基底電圧発生部と、前
記Ｎ個の基底電圧供給ラインに共通に接続されて前記基底電圧発生部から前記基底電圧が
供給される基底電圧共通ライン、前記Ｎ個の基底電圧供給ラインのそれぞれと前記駆動用
薄膜トランジスタの第２入力端子の間に接続されるＮ個の内部スイッチをさらに具備する
ことを特徴とする。
【００３４】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ個の内部スイッチは前記ゲートラ
インに前記スキャンパルスが供給される場合にターンオン状態を維持して、前記Ｎ－１番
目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にターンオフされることを特徴
とする。
【００３５】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ個の内部スイッチは前記駆動用薄
膜トランジスタ、スイッチング薄膜トランジスタ及びバイアス用スイッチとは異なるタイ
プの薄膜トランジスタであることを特徴とする。
【００３６】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ個の内部スイッチの制御端子と前
記Ｎ－１番目のゲートラインの間には前記スキャンパルスを反転させるためのインバータ
ーが接続されることを特徴とする。
【００３７】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記ス
キャンパルスが供給される時に、前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続された前記
駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記スイッチング薄膜トランジスタを経由してデ
ータが供給されて、第２入力端子には前記内部スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底
電圧供給ラインに供給されるロー状態の基底電圧が供給されることを特徴とする。
【００３８】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置において前記Ｎ－１番目のゲートラインに前記ス
キャンパルスが供給される場合において、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続された
前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ－
１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態の基底電圧が供給されて、第２入力端子に
は前記内部スイッチのターンオフにより前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに発生されるフ
ローティング電圧が供給されることを特徴とする。
【００３９】
　本発明の実施例に係るエレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法は多数のデータライ
ンとゲートラインの交差領域ごとにマトリックス状態に形成されて前記駆動電圧供給ライ
ンから供給される電流に対応して光を発生するエレクトロルミネセンスセル、前記エレク
トロルミネセンスセルと前記基底電圧供給ラインの間に接続されて前記エレクトロルミネ
センスセルを経由する電流量を制御する駆動用薄膜トランジスタを含むエレクトロルミネ
センス表示装置の駆動方法において、前記Ｎ－１番目のゲートラインに供給されるスキャ
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ンパルスを供給して前記駆動用薄膜トランジスタを駆動して前記エレクトロルミネセンス
セルを発光させる段階、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続される前記駆動用薄膜ト
ランジスタの制御端子と前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインの間に接続されたバイアス
用スイッチを利用して前記スキャンパルスにより前記駆動用薄膜トランジスタに逆バイア
ス電圧が供給されるようにする段階を含むことを特徴とする。
【００４０】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法はハイ状態の基底電圧を発生する段階
と、前記ハイ状態の基底電圧を順次、シフトさせて前記Ｎ個の基底電圧供給ラインに順次
、供給する段階をさらに含むことを特徴とする。
【００４１】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において前記Ｎ－１番目のゲートライ
ンに前記スキャンパルスが供給される場合、前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続
された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記スイッチング薄膜トランジスタを
経由してデータが供給されて、第２入力端子には前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインか
ら前記ロー状態の基底電圧が供給されることを特徴とする。
【００４２】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において前記Ｎ－１番目のゲートライ
ンに前記スキャンパルスが供給される場合、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続され
た前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ
－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態の基底電圧が供給されて、第２入力端子
には前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインから前記ハイ状態の基底電圧が供給されることを特
徴とする。
【００４３】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法は前記基底電圧を発生する段階、前記
Ｎ個の基底電圧供給ラインに共通に接続された基底電圧共通ラインに前記基底電圧を供給
する段階、前記Ｎ個の基底電圧供給ラインのそれぞれと前記基底電圧共通ラインの間に接
続されるＮ個の内蔵スイッチを利用して前記スキャンパルスにより前記Ｎ個の基底電圧供
給ラインのそれぞれを選択的にフローティングさせる段階をさらに含むことを特徴とする
。
【００４４】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において前記Ｎ個の内蔵スイッチは前
記ゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にターンオン状態を維持して、前
記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にターンオフされる
ことを特徴とする。
【００４５】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において前記Ｎ－１番目のゲートライ
ンに前記スキャンパルスが供給される場合、前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに接続
された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子にはデータが供給されて、第２入力端子に
は前記内蔵スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに供給されるロー状
態の基底電圧が供給されることを特徴とする。
【００４６】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において前記Ｎ－１番目のゲートライ
ンに前記スキャンパルスが供給される場合、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続され
た前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ
－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態の基底電圧が供給されて、第２入力端子
には前記内蔵スイッチのターンオフにより前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに発生される
フローティング電圧が供給されることを特徴とする。
【００４７】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法は前記基底電圧を発生する段階、前記
基底電圧を前記Ｎ個の基底電圧供給ラインに供給する段階、前記Ｎ個の基底電圧供給ライ
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ンのそれぞれと前記駆動用薄膜トランジスタの第２入力端子の間に接続されるＮ個の内部
スイッチを利用して前記スキャンパルスにより前記駆動用薄膜トランジスタの第２入力端
子を選択的にフローティングさせる段階をさらに含むことを特徴とする。
【００４８】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において前記Ｎ個の内部スイッチは前
記ゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にターンオン状態を維持して、前
記Ｎ－１番目のゲートラインに前記スキャンパルスが供給される場合にターンオフされる
ことを特徴とする。
【００４９】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において前記Ｎ－１番目ゲートライン
に前記スキャンパルスが供給される場合において、前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ライン
に接続された前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子にはデータが供給されて、第２入力
端子には前記内部スイッチを経由して前記Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインに供給される
ロー状態の基底電圧が供給されることを特徴とする。
【００５０】
　前記エレクトロルミネセンス表示装置の駆動方法において前記Ｎ－１番目のゲートライ
ンに前記スキャンパルスが供給される時に、前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに接続され
た前記駆動用薄膜トランジスタの制御端子には前記バイアス用スイッチを経由して前記Ｎ
－１番目の基底電圧供給ラインから前記ロー状態の基底電圧が供給されて、第２入力端子
には前記内部スイッチのターンオフにより前記Ｎ番目の基底電圧供給ラインに発生される
フローティング電圧が供給されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００５１】
　上述したように、本発明の実施例に係るエレクトロルミネセンス表示装置とその駆動方
法はＮ－１番目の画素とＮ番目の画素の間に接続されるバイアス用スイッチを具備する。
これによって、本発明は前段のゲートラインに供給されるスキャンパルスを利用してＮ番
目の画素を駆動する駆動用薄膜トランジスタに逆バイアス電圧を供給してしきい電圧を回
復させるようになる。したがって本発明は駆動用薄膜トランジスタの劣化を防止して画質
を改善することを可能とする。尚、本発明の駆動用薄膜トランジスタのしきい電圧を回復
させて輝度の減少を防止することで残像による画質低下を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下、本発明の実施例を添付した図５乃至図１３を参照して詳しく説明する事にする。
【実施例】
【００５３】
　図５を参照すれば、本発明の第１実施例によるエレクトロルミネセンス（Ｅｌｅｃｔｒ
ｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ；以下、“ＥＬ”という）表示装置はゲートラインＧＬと
データラインＤＬの交差に定義された領域にそれぞれ配列されられた画素１２８を具備す
るＥＬパネル１２０、ＥＬパネル１２０のゲートラインＧＬを駆動するゲートドライバー
１２２、ＥＬパネル１２０のデータラインＤＬを駆動するデータドライバー１２４、デー
タドライバー１２４に複数のガンマ電圧を供給するガンマ電圧生成部１２６、基底電圧Ｖ
ＳＳを発生する基底電圧発生部１２５、基底電圧発生部１２５からの基底電圧をＥＬパネ
ル１２０に形成された複数の基底電圧供給ラインＶＳＬに順次に供給するシフトレジスタ
ー部１２９、上下に接した画素１２８の間に接続されて基底電圧供給ラインＶＳＬからの
基底電圧ＶＳＳを次の段の画素１２８に供給する複数のバイアス用スイッチＳＷを具備す
る。
【００５４】
　ゲートドライバー１２２はゲートラインＧＬにスキャンパルスを供給してゲートライン
ＧＬを順次に駆動する。
【００５５】
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　データドライバー１２４は外部から入力されたデジタルデータ信号をガンマ電圧生成部
１２６からのガンマ電圧を利用してアナログデータ信号に変換する。及び、データドライ
バー１２４はアナログデータ信号をスキャンパルスが供給される度にデータラインＤＬに
供給するようになる。
【００５６】
　基底電圧発生部１２５はハイ状態の基底電圧ＶＳＳＨを発生してシフトレジスター部１
２９に供給する。この時、基底電圧発生部１２５は数mＡの電流を発生しながら電圧降下
が数十mＶ以下になる。
【００５７】
　シフトレジスター部１２９は多数のシフトレジスターを利用して基底電圧発生部１２５
から供給されるハイ状態の基底電圧ＶＳＳＨを順次にシフトさせて複数の基底電圧供給ラ
インＶＳＬに順次に供給する。これによって、ＥＬパネル１２０に形成された複数の基底
電圧供給ラインＶＳＬはラインごとに独立して駆動される。このような、シフトレジスタ
ー部１２９はＥＬパネル１２０の内部、或いは外部に形成されることができる。
【００５８】
　画素１２８のそれぞれはゲートラインＧＬにスキャンパルスが供給される時データライ
ンＤＬからのデータ信号を受信して、そのデータ信号に対応する光を発生する。
【００５９】
　このために、画素１２８のそれぞれは図６に図示されたところのように供給電圧源ＶＤ
Ｄに陽極が接続されたセルＯＥＬと、ＥＬセルＯＥＬに陰極が接続されることと同時に第
Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１、データラインＤＬ及び基底電圧供給ラインＶＳＬ
に接続されてＥＬセルＯＥＬを駆動させるためのセル駆動部１３０を具備する。
【００６０】
　セル駆動部１３０はゲートラインＧＬにゲート端子が、データラインＤＬにソース端子
が、及び第１ノードＮ１にドレーン端子が接続されたスイッチング用薄膜トランジスタＴ
１と、第１ノードＮ１にゲート端子が、基底電圧供給ラインＶＳＬにソース端子が、及び
ＥＬセルＥＬにドレーン端子が接続された駆動用薄膜トランジスタＴ２と、基底電圧供給
ラインＶＳＬと第１ノードＮ１の間に接続されたストレージキャパシターＣｓｔを具備す
る。
【００６１】
　スイッチング用薄膜トランジスタＴ１はゲートラインＧＬにスキャンパルスが供給され
ればターンオンされてデータラインＤＬに供給されたデータ信号を第１ノードＮ１に供給
する。第１ノードＮ１に供給されたデータ信号はストレージキャパシターＣｓｔに充電さ
れることと同時に駆動用薄膜トランジスタＴ２のゲート端子に供給される。駆動用薄膜ト
ランジスタＴ２はゲート端子に供給されるデータ信号に応答してＥＬセルＯＥＬを経由し
て供給電圧源ＶＤＤから供給される電流量Ｉを制御することでＥＬセルＯＥＬの発光量を
調節するようになる。及び、スイッチング用薄膜トランジスタＴ１がターンオフされても
駆動用薄膜トランジスタＴ２はストレージキャパシターＣｓｔに充電されたデータ信号に
よりターンオン状態を維持して次のフレームのデータ信号が供給されるまでＥＬセルＯＥ
Ｌを経由して供給電圧源ＶＤＤから供給される電流量Ｉを制御することができる。
【００６２】
　多数のバイアス用スイッチＳＷのそれぞれは図６に図示されたように第Ｎ－１番目のゲ
ートラインＧＬｎ－１にゲート端子が、第Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１
にソース端子が、次の段の画素１２８のそれぞれのセル駆動部１３２の第１ノードＮ１に
ドレーン端子が接続される。
【００６３】
　このような、多数のバイアス用スイッチＳＷのそれぞれは第Ｎ－１番目のゲートライン
ＧＬｎ－１にスキャンパルスが供給されれば第Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ
－１からのロー状態の基底電圧ＶＳＳＬを第Ｎ番目の画素セル１２８の第１ノードＮ１上
に供給する。これに沿って、第Ｎ番目の画素セル１２８の第１ノードＮ１上に供給される
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ロー状態の基底電圧ＶＳＳＬが駆動用薄膜トランジスタＴ２のゲート端子に供給される。
この時、シフトレジスター部１２９から第Ｎ番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎに供給さ
れるハイ状態の基底電圧ＶＳＳＨは駆動用薄膜トランジスタＴ２のソース端子に印加され
る。これによりＮ番目の画素セル１２８のＥＬセルＯＥＬを駆動する駆動用薄膜トランジ
スタＴ２のゲート端子Ｇとソース端子Ｓの間の電圧Ｖｇｓは第Ｎ－１番目の基底電圧供給
ラインＶＳＬｎ－１からバイアス用スイッチＳＷを経由してゲート端子Ｇに供給されるロ
ー状態の基底電圧ＶＳＳＬと第Ｎ番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎに供給されるハイ状
態の基底電圧ＶＳＳＨの差値になる。したがって、バイアス用スイッチＳＷは第Ｎ－１番
目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１からのロー状態の基底電圧ＶＳＳＬを利用して駆動
用薄膜トランジスタＴ２にネガティブバイアス（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｂｉａｓ）－Ｖｇｓ
電圧を供給することで駆動用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧Ｖｔｈのシフトを回復さ
せるようになる。
【００６４】
　図７は図６に図示されたセル駆動部１３０を駆動させるための駆動信号を示す波形図で
ある。
【００６５】
　図７を図６と結付して本発明の第１実施例に係るＥＬ表示装置及びその駆動方法を説明
すれば次のようである。
【００６６】
　本発明の第１実施例に係るＥＬ表示装置及びその駆動方法は第Ｎ－１番目のゲートライ
ンＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスを利用して第Ｎ－１番目の画素セル１２８に画
像を表示することと同時に第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャン
パルスを利用して第Ｎ番目の画素セル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２にネガティブ
バイアス－Ｖｇｓ電圧を供給して第Ｎ番目の画素セル１２８を駆動する駆動用薄膜トラン
ジスタＴ２のしきい電圧Ｖｔｈのシフトを回復させる段階を含む。ここで、第Ｎ－１番目
の画素セル１２８は第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に接続されて、第Ｎ番目の画
素セル１２８は第Ｎ番目のゲートラインＧＬｎ－１に接続される。
【００６７】
　具体的に、図７に図示されたＰ１期間のように第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１
にスキャンパルスが供給される。尚、シフトレジスター部１２９から第Ｎ－１番目の画素
セル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のソース端子に接続された第Ｎ－１番目の基底
電圧供給ラインＶＳＬｎ－１にはロー状態の基底電圧ＶＳＳＬが供給されて、第Ｎ番目の
画素セル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のソース端子に接続された第Ｎ番目の基底
電圧供給ラインＶＳＬｎにはハイ状態の基底電圧ＶＳＳＨが供給される。
【００６８】
　これによって、図８に図示されたところのように第Ｎ－１番目の画素セル１２８のスイ
ッチング薄膜トランジスタＴ１がターンオンされると同時にバイアス用スイッチＳＷがタ
ーンオンされる。データラインＤＬに供給されるデータ電圧ＶＤは第Ｎ－１番目の画素セ
ル１２８のスイッチング薄膜トランジスタＴ１を経由して第１ノードＮ１上に供給される
。第１ノードＮ１に供給されたデータ電圧ＶＤはストレージキャパシターＣｓｔに充電さ
れることと同時に第Ｎ－１番目の画素セル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のゲート
端子に供給されて、第Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１に供給されるロー状
態の基底電圧ＶＳＳＬが駆動用薄膜トランジスタＴ２のソース端子に供給される。これに
より、第Ｎ－１番目の画素セル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２はゲート端子に供給
されるデータ信号に回答してＥＬセルＯＥＬを経由して供給電圧源ＶＤＤから供給される
電流量Ｉを制御することでＥＬセルＯＥＬの発光量を調節するようになる。これと同時に
、第Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１に供給されるロー状態の基底電圧ＶＳ
ＳＬはバイアス用スイッチＳＷを経由して第Ｎ番目の画素セル１２８の第１ノードＮ１に
供給される。これにより、第１ノードＮ１上に供給されるロー状態の基底電圧ＶＳＳＬが
第Ｎ番目の画素セル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のゲート端子に供給される。こ
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れにより、第Ｎ番目の画素セル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２はバイアス用スイッ
チＳＷを経由して第Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１からゲート端子に供給
されるロー状態の基底電圧ＶＳＳＬと第Ｎ番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎからソース
端子に供給されるハイ状態の基底電圧ＶＳＳＨの差値によりネガティブバイアス電圧－Ｖ
ｇｓが供給される。したがって、第Ｎ番目の画素セル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ
２のしきい電圧Ｖｔｈはネガティブバイアス電圧－Ｖｇｓにより回復する。
【００６９】
　一方、図８に図示されたＰ２期間のように第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供
給されるスキャンパルスがオフされて、第Ｎ番目のゲートラインＧＬｎにスキャンパルス
が供給される。これにより、第Ｎ－１番目の画素セル１２８のスイッチング用薄膜トラン
ジスタＴ１がターンオフされても第Ｎ－１番目の画素セル１２８の駆動用薄膜トランジス
タＴ２はストレージキャパシターＣｓｔに充電されたデータ信号によりターンオン状態を
維持して次のフレームのデータ信号が供給されるまでＥＬセルＯＥＬを経由して供給電圧
源ＶＤＤから供給される電流量Ｉを制御するようになる。これと同時に、第Ｎ番目の画素
セル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２は図９に図示されたところのように第Ｎ番目の
ゲートラインＧＬｎに供給されるスキャンパルスによりターンオンされて第Ｎ番目の画素
セル１２８に供給される電流量Ｉを制御するようになる。この時、第Ｎ＋１番目の画素セ
ル１２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧Ｖｔｈは上述したところのようにネ
ガティブバイアス電圧－Ｖｇｓにより供給されて回復する。
【００７０】
　一方、図１０及び図１１を参照すれば、本発明の第２実施例に係るＥＬ表示装置はゲー
トラインＧＬとデータラインＤＬの交差で定義された領域にそれぞれ配列された画素２２
８を具備するＥＬパネル２２０、ＥＬパネル２２０のゲートラインＧＬを駆動するゲート
ドライバー２２２、ＥＬパネル１２０のデータラインＤＬを駆動するデータドライバー２
２４、データドライバー２２４に多数のガンマ電圧を供給するガンマ電圧生成部２２６、
基底電圧ＶＳＳを発生する基底電圧発生部２２５、上下に接した画素２２８の間に接続さ
れて基底電圧供給ラインＶＳＬからの基底電圧ＶＳＳを次の段の画素２２８に供給する多
数のバイアス用スイッチＳＷ、基底電圧供給ラインＶＳＬと基底電圧発生部２２５の間に
接続されて前段のゲートラインＧＬに供給されるスキャンパルスにより基底電圧発生部２
２５から基底電圧供給ラインＶＳＬに供給される基底電圧ＶＳＳを遮断する多数の内蔵ス
イッチＰＱを具備する。
【００７１】
　このような、本発明の第２実施例に係るＥＬ表示装置でゲートドライバー２２２、デー
タドライバー２２４、ガンマ電圧生成部２２６、画素２２８及び多数のバイアス用スイッ
チＳＷは本発明の第１実施例によるＥＬ表示装置と同一なので、それに対する説明は本発
明の第１実施例によるＥＬ表示装置の説明で代わりとする。
【００７２】
　基底電圧発生部２２５は基底電圧ＶＳＳを発生し、ＥＬパネル２２０に形成された基底
電圧共通ラインＶＳＣＬを通じて多数の基底電圧供給ラインＶＳＬに供給する。
【００７３】
　複数の内蔵スイッチＰＱのそれぞれは前段のゲートラインＧＬに供給されるスキャンパ
ルスによりターンオフされて基底電圧共通ラインＶＳＣＬから基底電圧供給ラインＶＳＬ
に供給される基底電圧ＶＳＳを遮断するようになる。このために、複数の内蔵スイッチＰ
Ｑは、画素２２８のスイッチ用薄膜トランジスタＴ１、駆動用薄膜トランジスタＴ２及び
多数のバイアス用スイッチＳＷとは異なるタイプ（Ｐ型）の薄膜トランジスタから構成さ
れる。言い換えると、スイッチ用薄膜トランジスタＴ１、駆動用薄膜トランジスタＴ２及
び多数のバイアス用スイッチＳＷのそれぞれはＮタイプの薄膜トランジスタで、内蔵スイ
ッチＰＱはＰタイプ薄膜トランジスタである。これにより、多数の内蔵スイッチＰＱのそ
れぞれは前段のゲートラインＧＬからスキャンパルスが供給される期間にターンオフされ
て、その以外の期間にはターンオン状態を維持するようになる。したがって、多数の内蔵
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スイッチＰＱは以前段のゲートラインＧＬからスキャンパルスにより基底電圧共通ライン
ＶＳＣＬを駆動用薄膜トランジスタＴ２のソース端子に接続させるか基底電圧共通ライン
ＶＳＣＬをフローティングさせるようになる。
【００７４】
　複数の基底電圧供給ラインＶＳＬは複数の内蔵スイッチＰＱのスイッチングにより駆動
用薄膜トランジスタＴ２のソース端子に接続されるか或いは、フローティングされる。こ
の時、内蔵スイッチＰＱがターンオフされてフローティングされる基底電圧供給ラインＶ
ＳＬは供給電圧源ＶＤＤから供給される供給電圧ＶＤＤより小さな電圧値を有するように
なって、このフローティング電圧はデータ電圧ＶＤと供給電圧ＶＤＤの間の電圧値を有す
るようになる。
【００７５】
　複数の基底電圧供給ラインＶＳＬがフローティング状態になれば駆動用薄膜トランジス
タＴ２には逆バイアス電圧が供給されることで駆動用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧
Ｖｔｈが回復する。
【００７６】
　このような、本発明の第２実施例に係るＥＬ表示装置及びその駆動方法は第Ｎ－１番目
のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスを利用して第Ｎ－１番目の画素セ
ル２２８に画像を表示することと同時に第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給さ
れるスキャンパルスを利用して第Ｎ番目の画素セル２２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２
にネガティブバイアス－Ｖｇｓ電圧を供給して第Ｎ番目の画素セル２２８を駆動する駆動
用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧Ｖｔｈのシフトを回復させる段階を含む。ここで、
第Ｎ－１番目の画素セル２２８は第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に接続されて、
第Ｎ番目の画素セル２２８は第Ｎ番目のゲートラインＧＬｎ－１に接続される。
【００７７】
　具体的に、第Ｎ－１番目の画素セル２２８の第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に
スキャンパルスが供給されて第Ｎ－１番目の画素セル２２８のスイッチング薄膜トランジ
スタＴ１がターンオンされることと同時にバイアス用スイッチＳＷがターンオンされる。
この時、第Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１に接続された内蔵スイッチＰＱ
は第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスによりオン状態を
維持するようになって、第Ｎ番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎに接続された内蔵スイッ
チＰＱは第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスによりター
ンオフされる。
【００７８】
　これによって、第Ｎ－１番目の画素セル２２８のスイッチング薄膜トランジスタＴ１が
ターンオンされることとしてデータラインＤＬに供給されるデータ電圧ＶＤは第Ｎ－１番
目の画素セル２２８のスイッチング薄膜トランジスタＴ１を経由して第１ノードＮ１上に
供給される。第１ノードＮ１に供給されたデータ電圧ＶＤはストレージキャパシターＣｓ
ｔに充電されることと同時に第Ｎ－１番目の画素セル２２８の駆動用薄膜トランジスタＴ
２のゲート端子に供給される。これによって、第Ｎ－１番目の画素セル２２８の駆動用薄
膜トランジスタＴ２はゲート端子に供給されるデータ信号に回答してＥＬセルＯＥＬを経
由して供給電圧源ＶＤＤから第Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１に供給され
る電流量Ｉを制御することでＥＬセルＯＥＬの発光量を調節するようになる。
【００７９】
　これと同時に、第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスに
よりバイアス用スイッチＳＷがターンオンされることとして第Ｎ－１番目の基底電圧供給
ラインＶＳＬｎ－１に供給される基底電圧ＶＳＳがバイアス用スイッチＳＷを経由して第
Ｎ番目の画素セル２２８の第１ノードＮ１に供給される。この時、第Ｎ番目の基底電圧供
給ラインＶＳＬｎは第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルス
により内蔵スイッチＰＱがターンオフされることでフローティング状態になる。これによ
って、第Ｎ番目の画素セル２２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のゲート端子には基底電



(17) JP 4210243 B2 2009.1.14

10

20

30

40

50

圧ＶＳＳが供給されて、ソース端子はフローティング状態になる。したがって、第Ｎ－１
番目のゲートラインＧＬｎ－１にスキャンパルスが供給される区間に第Ｎ番目の画素セル
２２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２にはネガティブバイアス電圧－Ｖｇｓが供給される
。したがって、第Ｎ番目の画素セル２２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧Ｖ
ｔｈはネガティブバイアス電圧－Ｖｇｓにより回復する。
【００８０】
　一方、第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスがオフされ
て、第Ｎ番目のゲートラインＧＬｎにスキャンパルスが供給される。これによって、第Ｎ
－１番目の画素セル２２８のスイッチング用薄膜トランジスタＴ１がターンオフされても
Ｎ－１番目の画素セル２２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２はストレージキャパシターＣ
ｓｔに充電されたデータ電圧ＶＤによりオン状態を維持して次のフレームのデータ信号が
供給されるまでＥＬセルＯＥＬを経由して供給電圧源ＶＤＤから供給される電流量Ｉを制
御するようになる。これと同時に、第Ｎ番目の画素セル１２８の駆動用薄膜トランジスタ
Ｔ２は第Ｎ番目のゲートラインＧＬｎに供給されるスキャンパルスによりターンオンされ
て第Ｎ番目の画素セル１２８に供給される電流量Ｉを制御するようになる。この時、第Ｎ
＋１番目の画素セル２２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧Ｖｔｈは上述した
ところのようにネガティブバイアス電圧－Ｖｇｓにより供給されて回復する。
【００８１】
　このような、本発明の第２実施例に係るＥＬ表示装置は多数の内蔵スイッチＰＱのそれ
ぞれをＮタイプから形成して、この内蔵スイッチＰＱを制御するために以前段のゲートラ
インＧＬｎ－１からのスキャンパルスを反転させて供給するインバーターから構成されて
上述したように同一な動作を遂行することができる。
【００８２】
　図１２及び図１３を参照すれば、本発明の第３実施例に係るＥＬ表示装置はゲートライ
ンＧＬとデータラインＤＬの交差で定義された領域にそれぞれ配列されられた画素３２８
を具備するＥＬパネル３２０、ＥＬパネル３２０のゲートラインＧＬを駆動するゲートド
ライバー３２２、ＥＬパネル３２０のデータラインＤＬを駆動するデータドライバー３２
４、データドライバー３２４に複数のガンマ電圧を供給するガンマ電圧生成部３２６、基
底電圧ＶＳＳを発生する基底電圧発生部３２５、上下に接した画素３２８の間に接続され
て基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１からの基底電圧ＶＳＳを次の段の画素３２８に供給す
る多数のバイアス用スイッチＳＷ、前段のゲートラインＧＬに供給されるスキャンパルス
により基底電圧供給ラインＶＳＬと画素３２８を接続させる多数の内部スイッチＰＱを具
備する。
【００８３】
　このような、本発明の第３実施例に係るＥＬ表示装置においてゲートドライバー３２２
、データドライバー３２４、ガンマ電圧生成部３２６、画素３２８及び複数のバイアス用
スイッチＳＷは本発明の第１実施例に係るＥＬ表示装置と同一なので、それに対する説明
は本発明の第１実施例に係るＥＬ表示装置の説明で代わりとする。
【００８４】
　基底電圧発生部３２５は基底電圧ＶＳＳを発生してＥＬパネル３２０に形成された基底
電圧共通ラインＶＳＣＬを通じて複数の基底電圧供給ラインＶＳＬに供給する。
【００８５】
　多数の内部スイッチＰＱのそれぞれはターンオフされて画素３２８の駆動用薄膜トラン
ジスタＴ２のソース端子と基底電圧共通ラインＶＳＣＬの間に接続される。このような、
多数の内部スイッチＰＱのそれぞれは前段のゲートラインＧＬに供給されるスキャンパル
スにより駆動用薄膜トランジスタＴ２のソース端子と基底電圧共通ラインＶＳＣＬの接続
を遮断するようになる。このために、多数の内部スイッチＰＱは画素３２８のスイッチ用
薄膜トランジスタＴ１、駆動用薄膜トランジスタＴ２及び多数のバイアス用スイッチＳＷ
と異なるタイプ（Ｐ型）の薄膜トランジスタから構成される。言い換えれば、スイッチ用
薄膜トランジスタＴ１、駆動用薄膜トランジスタＴ２及び多数のバイアス用スイッチＳＷ
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のそれぞれはＮタイプの薄膜トランジスタで、内部スイッチＰＱはＰタイプ薄膜トランジ
スタである。これによって、多数の内部スイッチＰＱのそれぞれは前段のゲートラインＧ
Ｌからスキャンパルスが供給される期間にターンオフされて、それ以外の期間にはターン
オン状態を維持するようになる。したがって、複数の内部スイッチＰＱは前段のゲートラ
インＧＬからスキャンパルスにより基底電圧共通ラインＶＳＣＬを駆動用薄膜トランジス
タＴ２のソース端子に接続させるようになる。
【００８６】
　多数の基底電圧供給ラインＶＳＬは多数の内部スイッチＰＱのスイッチングにより駆動
用薄膜トランジスタＴ２のソース端子に接続される。
【００８７】
　この時、多数の内部スイッチＰＱがターンオフされる場合、駆動用薄膜トランジスタＴ
２のソース端子はフローティング状態になる。これによって、フローティングされる駆動
用薄膜トランジスタＴ２のソース端子は供給電圧源ＶＤＤから供給される供給電圧ＶＤＤ
より小さな電圧値を有するようになって、このフローティング電圧はデータ電圧ＶＤと供
給電圧ＶＤＤの間の電圧値を有するようになる。
【００８８】
　駆動用薄膜トランジスタＴ２のソース端子がフローティング状態になれば駆動用薄膜ト
ランジスタＴ２には逆バイアス電圧が供給されて駆動用薄膜トランジスタＴ２のしきい電
圧Ｖｔｈが回復する。
【００８９】
　このような、本発明の第３実施例に係るＥＬ表示装置及びその駆動方法は第Ｎ－１番目
のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスを利用して第Ｎ－１番目の画素セ
ル３２８に画像を表示することと同時に第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給さ
れるスキャンパルスを利用して第Ｎ番目の画素セル３２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２
にネガティブバイアス－Ｖｇｓ電圧を供給して第Ｎ番目の画素セル３２８を駆動する駆動
用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧Ｖｔｈのシフトを回復させる段階を含む。ここで、
第Ｎ－１番目の画素セル３２８は第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に接続されて、
第Ｎ番目の画素セル３２８は第Ｎ番目のゲートラインＧＬｎ－１に接続される。
【００９０】
　具体的に、第Ｎ－１番目の画素セル３２８の第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に
スキャンパルスが供給されて第Ｎ－１番目の画素セル３２８のスイッチング薄膜トランジ
スタＴ１がターンオンされることと同時にバイアス用スイッチＳＷがターンオンされる。
この時、第Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１に接続された内部スイッチＰＱ
は第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスによりオン状態を
維持するようになって、第Ｎ番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎに接続された内部スイッ
チＰＱは第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスによりター
ンオフされる。
【００９１】
　これによって、第Ｎ－１番目の画素セル３２８のスイッチング薄膜トランジスタＴ１が
ターンオンされることとしてデータラインＤＬに供給されるデータ電圧ＶＤは第Ｎ－１番
目の画素セル３２８のスイッチング薄膜トランジスタＴ１を経由して第１ノードＮ１上に
供給される。第１ノードＮ１に供給されたデータ電圧ＶＤはストレージキャパシターＣｓ
ｔに充電されることと同時に第Ｎ－１番目の画素セル３２８の駆動用薄膜トランジスタＴ
２のゲート端子に供給される。これによって、第Ｎ－１番目の画素セル３２８の駆動用薄
膜トランジスタＴ２はゲート端子に供給されるデータ信号に回答してＥＬセルＯＥＬを経
由して供給電圧源ＶＤＤから第Ｎ－１番目の基底電圧供給ラインＶＳＬｎ－１に供給され
る電流量Ｉを制御することでＥＬセルＯＥＬの発光量を調節するようになる。
【００９２】
　これと同時に、第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスに
よりバイアス用スイッチＳＷがターンオンされることにより第Ｎ－１番目の基底電圧供給
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ラインＶＳＬｎ－１に供給される基底電圧ＶＳＳがバイアス用スイッチＳＷを経由して第
Ｎ番目の画素セル３２８の第１ノードＮ１に供給される。この時、第Ｎ番目の画素セル３
２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のソース端子は第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－
１に供給されるスキャンパルスにより内部スイッチＰＱがターンオフされることでフロー
ティング状態になる。これによって、第Ｎ番目の画素セル３２８の駆動用薄膜トランジス
タＴ２のゲート端子には基底電圧ＶＳＳが供給されて、ソース端子はフローティング電圧
が供給される。したがって、第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１にスキャンパルスが
供給される期間に第Ｎ番目の画素セル３２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２にはネガティ
ブバイアス電圧－Ｖｇｓが供給される。したがって、第Ｎ番目の画素セル３２８の駆動用
薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧Ｖｔｈはネガティブバイアス電圧－Ｖｇｓにより回復
する。
【００９３】
　一方、第Ｎ－１番目のゲートラインＧＬｎ－１に供給されるスキャンパルスがターンオ
フされて、第Ｎ番目のゲートラインＧＬｎにスキャンパルスが供給される。これによって
、第Ｎ－１番目の画素セル３２８のスイッチング用薄膜トランジスタＴ１がターンオフさ
れても第Ｎ－１番目の画素セル３２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２はストレージキャパ
シターＣｓｔに充電されたデータ電圧ＶＤによりオン状態を維持して次のフレームのデー
タ信号が供給されるまでＥＬセルＯＥＬを経由して供給電圧源ＶＤＤから供給される電流
量Ｉを制御するようになる。これと同時に、第Ｎ番目の画素セル３２８の駆動用薄膜トラ
ンジスタＴ２は第Ｎ番目のゲートラインＧＬｎに供給されるスキャンパルスによりターン
オンされて第Ｎ番目の画素セル３２８に供給される電流量Ｉを制御するようになる。この
時、第Ｎ＋１番目の画素セル３２８の駆動用薄膜トランジスタＴ２のしきい電圧Ｖｔｈは
上述したようにネガティブバイアス電圧－Ｖｇｓにより供給されて回復する。
【００９４】
　このような、本発明の第３実施例に係るＥＬ表示装置は多数の内部スイッチＰＱのそれ
ぞれをＮタイプから形成して、この内部スイッチＰＱを制御するために以前段のゲートラ
インＧＬｎ－１からのスキャンパルスを反転させて供給するインバーターから構成されて
上述したように同一な動作を遂行することができる。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　以上説明した内容を通じて当業者であれば、本発明の技術思想を逸脱しない範囲内で多
様な変更及び修正ができる。したがって、本発明の技術的範囲は明細書の詳細な説明に記
載した内容に限定されるのではなく特許請求の範囲により決められなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】従来のエレクトロルミネセンス表示装置を概略的に示す図面である。
【図２】図１に図示された画素セルを詳しく示す図面である。
【図３ａ】非晶質シリコンの原子配列を示す図面である。
【図３ｂ】非晶質シリコンの原子配列を示す図面である。
【図４】図２に図示された駆動用薄膜トランジスタの劣化によるしきい電圧が移動を示す
図面である。
【図５】本発明の第１実施例に係るエレクトロルミネセンス表示装置を概略的に示す図面
である。
【図６】図５に図示された画素セルを示す回路図である。
【図７】図６に図示された画素セルを駆動させるための駆動波形図である。
【図８】図７に図示されたＰ１期間での垂直方向の動作において隣接する画素セルの回路
図である。
【図９】図７に図示されたＰ２期間での垂直に接した画素セル間の動作で示す回路図であ
る。
【図１０】本発明の第２実施例に係るエレクトロルミネセンス表示装置を概略的に示す図
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面である。
【図１１】図１０に図示された画素セルを示す回路図である。
【図１２】本発明の第３実施例に係るエレクトロルミネセンス表示装置を概略的に示す図
面である。
【図１３】図１２に図示された画素セルを示す回路図である。
【符号の説明】
【００９７】
　２０、１２０、２２０、３２０・・・ＥＬパネル
　２２、１２２、２２２、３２２・・・ゲートドライバー
　２４、１２４、２２４、３２４・・・データドライバー
　２６、１２６、２２６、３２６・・・ガンマ電圧生成部
　２８、１２８、２２８、３２８・・・画素
　３０、１３０、１３２・・・セル駆動部
　１２９・・・シフトレジスター部

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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